TRANZYSTORY n-p-n ' ©25-74/2
O BFP719, BFP720, BFP721 i BFP722

SWW 1156-213

Traniystory krzemowe epiplanarne malej mocy wielkiej TRANZYSTOR BFP719
czestotliwosci.

Sg przeznaczone do zastosowan uniwersalnych (uklady .
wzmacniajace, oscylacyjne, przelaczajace). Parametry statycgne

przy temp» = 298 K
(25°C) min. maks.

Wspétczynnik wzmoc-
nienia pradowego
przy Ucg =10V,

max 76 ax3 Ic=1mA haie 20 90 -

Prad zerowy kolektora
przy Ucg =10V ICBo —_ 1 MA
Napigcie przebicia

kolektor-emiter

przy Ic = 1 mA,

REE =10kQ U(BR)CER 25 — v

przy Ic = 5mA,

Ig=0 U(BR)CEO 15 et v
Napigcie przebicia
. ) emiter-baza
Tranzystor w obudowie plastykowej nietypowej przy Iz = 30 pA,
(CN44) ‘ Ic=0

Usreo 5 — A%

Napigcie nasycenia
kolektor-emiter
przy Ic = 20 mA,
Ip =2mA Ucgsat — 04 V

Napiecie nasycenia

baza-emiter
DANE TECHNICZNE przy Ic = 20 mA,

Ip =2mA Usgmg -_— 1,1 v

Wartosci dopuszezalne parametiréw eksploatacyjnych

Typ ’ BFPT19BFP720BFPT21BFP722 Parametry dynamiczne
Napiecie kolektor- . :
-emiter Ucko 15 15 30 25 V
Napiecie kolektor- DrZoy tamp = 298 K ‘
-emiter Ucer . 256 20 40 3BV (25°C) min, maks.
Napigcie emiter-baza  Ugso 5 5 5 5 V Czestotliwoéé graniczna
Prad kolektora Ic 100 100 100 100 mA przy Uce =10V,
Temperatura ztacza 1y 393K (120°C) Iz = 5maA,
Zakres temperatury § = 20 MHz fr 950 _ MHz
skladowania tstg 218..373 K(—55...+ 100°C) . -~

Stala czasowa sprze-
zenia zwrotnego
przy Ucs =10V,

Moc strat kolektora
przy tqmb =208 K

(e
(25°C). . Pc 150 150 150 150 mW Iz = 5mA, |
' f=5MHz Top’Ce  — 300 ps
Parametry termiczne Pojemno&é zlgeza
, ’ kolektora
Rezystancja termiczna przy Ucs =10V,

zlgcze-otoczenie Rinyg-a) K670 <670 <670 <6TOK/W - f=5MHz, Ig=0 Cc —_ 7 pF




25-74/2

Parametry czwornikowe

Punkt pracy: Uceg=10V,Ic=1mA
maks.

Impedancja wejSciowa hip 40
- Admitancja wyjSciowa hggs 0,3

TRANZYSTOR BFP720

Parametry statyczne

przy tams = 298 K

(25°C) min maks,

Wspbélczynnik wzmoc-
nienia pradowego
przy Uce =10V,
Ic=1mA haie 50 . 350

Prad zerowy kolektora
przy Ucg =10V Icpy — 1

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Ic = 1mA,
RBE = 10 kQ
przy Ic = SmA,
Is=90

Napigcie przebicia
emiter-baza
przy Ig = 30 uA,
Ic=0

Napiecie nasycenia
kolektor-emiter
przy Ic = 20 mA,
Ig = 2mA

Napiecie nasycenia
baza-emiter
przy Ic = 20 mA,
Ig =2mA

Usrycer 20 ’ —

Uricro 15 —

513
l

Usr)ERo

Ucgsat — 04

Upgsat ~— 1,1

Parametry dynamiczne

przy temp = 298K

(25°C) min.
Czestotliwo§é graniczna

przy Ucg =10V,

I E= 5 mA,

f =20 MHz fr 250 ~—
Stala czasowa sprzeze-

nia zwrotnego

przy Ucg =10V,

IE =5 mA,

f= 5MHz
Pojemno$é zlacza

kolektora

przy Ueg = 10V,

f=5MHZ, Ig=10 Cc — 7

'rbb’CC _ 500

Parametry czwornikowe

Punkt pracy:Ucg =10V, Ic =1mA
maks.

Impedancja wej§ciowa hjp 40 -
Admitancja wyjSciowa hgep 0,3

maks.

uS

uA

MHz

ps

pF

us

TRANZYSTOR BFP721

Parametry statyczne

przy tamp» = 298 K

(25°C) min,
Wspblezynnik wzmoc-

nienia pradowegou

przy Ucg =10V,

Ic =1mA ho1e 20
Prad zerowy kolektora
przy Ucg =10V Icpo —

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Ic = 1 mA,
RBE = 10 kQ
przy Ic = 5mA,
IB =0

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy Ig = 30 pA,
Ic =0

Napiegcie nasycenia
kolektor-emiter
przy Ic = 20 mA,
Ig =2mA

Napiecie nasycenia
baza-emiter
przy Ic = 20 mA,
IB = 2mA

Usr)cro 40

Usriceo 30

w

Usr)EBo

UCEaat -

UBEsat -

Parametry dynamiczne

przy tamo = 298 K

(25°C) min.
Czestotliwo§é graniczna

przy Ucg =10V,

Ig =5mA,

= 20 MHz fr 250

Stata czasowa sprze-

zenia zwrotnego

przy Ucg =10V,

Ig =5mA,

f =5MHz
Pojemno$é zlgcza

kolektora

przy Ucg =10V,

Ig=0,f=5MHz Cc —

o5’ Cec —

Parametry czwornikowe

Punkt pracy: Ucg =10V, Ic =1mA

Impedancja wejéciowa hyp
Admitancja wyjSciowa hgep

TRANZYSTOR BFP722

Parametry statyczne

pPrzy tamp = 298 K

(25°C) . min.
Wsp6lezynnik wzmoc-

nienia pradowego

przy Uceg =10V,

. Ic=1mA hate 50
Prad zerowy kolektora
przy Ucg =10V Iepg —

-2
maks.
L
90 —_
1 RA
— \"
— v
—_ v
0,4 \'
1,1 v
maks.
- MH:z
500 ps
7 pF
maks.

40 Q
0,3 uS
maks,
350 —_—
1 pA




;

Napiecie przebicia

kolektor- emiter

przy Ic = 1mA,

Rpe = 10kQ - Usr)cer 35

przy Ic = 5 mA,

Ig=10 U(sryceo 25
Napiecie przebicia

emiter-baza

przy Iz = 30 pA,

Ic=0 Usr)eBo 5
Napiecie nasycenia

kolektor-emiter

przy Ic = 20 mA,

Ig=2mA Ucgsat —
Napiecie nasycenia

baza-emiter

przy Ic = 20 mA,

Ig=2mA UpEsat —

Parameiry dynamiczne

Przy temo = 298K

(25°C) min.

’ Czestotliwo§é graniczna

przy Ucg =10V,

Ig = 5mA,

f=20MHz fr 250
Stala czasowa sprzeze-

nia zwrotnego

przy Ucg =10V,

Ig=5mA,f =5MHz r'Cc  —
Pojemnosé zigcza

kolektora

przy Ucg =10V,

Ig=0,f=5MHz Ce —_

Parametry czwoérnikowe

0,4

1,1

maks.

500

Punkt pracy: Uecs=10V, Ic=1mA

Impedancja wej§ciowa hyp
Admitancja wyjéciowa hegp

maks,

40
0,3

MHz

ps

pPF

IR
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Charakterystyka wejéciowa Ip = f (Usr)

GFP 719
L 8FP 720
h 21E) tamb =25
Upg=10V
150
120 T -
N
i ™
901
60
30
0 10 20 40 I [mA]

Zaleznoéé statycznego wspélczynnika wzmocnienia
pradowego hgiz = f (I£)
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Zalezno§é statycznego wspblczynnika wzmocnienia
pradowego hse = f (Ir)
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Zalezno§é temperaturowa statycznego wspélczynnika

wzmocnienia prgdowego heix = f (tamb)
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Zaleznoéé czestotliwo§ei granicznej od pradu emi-

tera fr = f (Ig)
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& littlediode

COMPOMENTS FOR ALL

Littlediode supplies new, hard to find or obsolete
el ectronic components and semiconductors all over
the world.

With over two million different components listed
you are sureto find the part you need.

Fedl freeto visit ustoday at our online store:

LittleDiode.com

L ooking forward to providing you with the best
possible service.

email: info@littlediode.com « LittleDiode.com


https://www.littlediode.com/

